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Aufgabe 1:

1. Das Leitungsband ist nach unten verbogen.

2. Das elektrische Feld ist vom Gate (positive Ladungen) zum Substrat (negative Ladungen)
gerichtet.

3. Beides ist unabhängig von der Flachbandspannung. Für die Bandverbiegung bei VT gilt:
φS = 2φF . Die Richtung des E-Feldes bei VT ist durch die Wahl eines p/n-dotierten Substrats
bestimmt.

4. Die Bandverbiegung entspricht dem Potential φS an der Oxid-Substrat-Grenzfläche. Bei
Anliegen der Schwellspannung beträgt dieses:
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kT
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)
= 0.835 V. (1)

5. Damit ist die Weite dp:

dp =

√
2 ε0 εSi 2φF

qNA

= 0.104µm (2)

6. Die Feldstärke im Silizium an der Grenzfläche beträgt:

ESi =
qNAdp

ε0 εSi

An der Grenzfläche gilt εSiESi = εoxEox, damit ist im Oxid:

Eox =
qNAdp

ε0 εox
= 6.8 · 105 V

cm
. (3)

7. Oxidkapazität:
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= 1.92 · 10−7 F
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Kapazität der Verarmungszone:
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Gesamtkapazität des MOS-Kondensators:
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Aufgabe 2: Schwellspannung für NMOS-Struktur:

VTN = VFB + 2φfp +
1
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4eNAεSiφfp (6)

φfp = Vt ln(
NA

ni

) = 0.471 V (7)

mit der Flachbandspannung (Ferminiveau im Gate auf der Leitungsbandkante):

VFB = χ− (χ+ Eg/(2e) + φfp) = −(Eg/(2e) + φfp) = −1.031V (8)

und dem Beitrag von der Verarmungszone:

1
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4eNAε0εSiφfp = 1.67V (9)

Insgesamt beträgt die Schwellspannung:

VTN = (−1.031 + 2 · 0.471 + 1.67)V ≈ 1.58 V (10)
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